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1. feladat 

     Rajzolja le a bipoláris, komplementer tranzisztorokból felépülő ellenütemű végfokozatot! 
Feltételezzük, hogy a végfokozat „B” osztályú és a kimeneti jel Uk amplitúdójú szinuszos 
feszültség, uki(t) = Uk sin(ωt).  Mekkora Uk lehetséges maximális értéke, hogyan függ a 
telepfeszültségtől, a tranzisztor kollektor-emitter maradék feszültségétől és a  terhelő ellenállástól? 
Rajzolja le közös léptékű idő-tengelyek felett a kimenő feszültséget és az egyik tranzisztor 
kollektor-emitter feszültségét, áramát és a tranzisztor pillanatnyi disszipációs teljesítményét! 

 
Megoldás: 
 uki(t) = Uk sin(ωt) 
 
 Ukmax = Ut - Um 
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uCE1(t)= Ut  - uki 

Ptr1(t) = uCE1(t) iC1(t) 



 

 

2. feladat      Az áramkör adatai: 
 V, 12=tU ,k 4021 Ω== RR  ,k 5,1 Ω=DR ,  Ω= kRg 10   

 A tranzisztor :  
            n csatornás növekményes MOS FET   
      paraméterei: ,mA1,V2 00 == DP IU   

            munkaponti árama: ID0 =  1 mA és  
            a munkapont az elzáródás feletti tartományban van. 

a.) Rajzolja le a tranzisztor iD(uGS) transzfer karakterisztikáját, határozza meg az UGS0 munkaponti 
feszültséget és az ehhez szükséges RS   ellenállás értékét!  

b.) Rajzolja le a tranzisztor iD(uDS) kimeneti karakterisztikája síkján az elzáródás feletti tartomány 
határát, a munkapontot, továbbá az egyenáramú- és váltóáramú munka-egyeneseket! Határozza 
meg a záró irányú −

DSU kivezérelhetőséget! 

c.) Határozza meg a nyitó irányú +DSU kivezérelhetőséget! 

d.) Mekkora a tranzisztor munkaponti disszipációs teljesítménye? 
 
Megoldás:    
a.) 
 
 
 
 →  UGS0 = 4V 
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3. feladat      Az áramkör adatai: 
 ,k 4021 Ω== RR  ,k 2   ,k 5,1 Ω=Ω= SD RR ,   

      Ω= kRg 10 ,   C→∞  

 A tranzisztor :  
            n csatornás növekményes MOS FET   
      paraméterei: ,mA1,V2 00 == DP IU   

            munkaponti árama: ID0 =  1 mA és  
            a munkapont az elzáródás feletti tartományban van. 
 
a.)  Határozza meg a tranzisztor munkaponti meredekségét, rajzolja le az erősítő váltóáramú, kisjelű, 
lineáris helyettesítő képét! 
b.)  Határozza meg az erősítő Rbe   és Rki ellenállás paramétereit! 
c.)  Határozza meg az uki /ube  és  uki /ug  feszültség erősítések értékeit! 
d)  Mennyi lesz az Rbe   és Rki  és  uki /ug  kisjelű erősítő paraméterek értéke, ha az áramkörből 
kivesszül a C source-hidegítő kondenzátort (C = 0)? 
 
Megoldás: 
 

a.)   
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b.)   

 

       Rbe  =  R1 X R2 =20 kΩ         Rki =RD = 1,5 kΩ 
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d.)      C = 0 

                     A  be- és kimeneti ellenállások nem változnak: Rbe  =  20 kΩ         Rki = 1,5 kΩ. 
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4. feladat 

Az áramkör adatai:   V, 5=tU  

      ,k 7,1     , kΩ 2     kΩ 2,2 211 Ω=== ECE RRR   

 A tranzisztorok adatai :  
            T1: pnp, UEB0 = 0,6 V,  B1 = ∞  

                 T2: npn, UBE0 = 0,6 V,  B2 = ∞  

 

a.) Számolja ki a tranzisztorok munkaponti IE10, IE20, emitter –áramait! 

b.)  Határozza meg a kimenet Uki0  munkaponti potenciálját! 
c.) Határozza meg a tranzisztorok munkaponti PD1tr, PD2tr disszipációs teljesítményeit! 
d.) Mekkorák lesznek a munkaponti emitter-áramok, ha a tranzisztorokra az egynél kisebb  

A1 =A2 = 0,9 közös bázisú áramerősítési tényezőket kell figyelembe venni?  

 
Megoldás: 

 

a.)  

            mA
R

UU
I

E

EBt
E 2

2,2

6,05

'

0
10 =−=

−
=       mA

R

UIR
I

E

BECC
E 2

7,1

6,022

'2

0101
20 =−⋅=

−
=  

 

b.)  

                  VIRUU EEtki 6,127,152020 −=⋅+−=+−=  

 

c.)  

                  ( ) mWIIRRUIUP EECEtEECtrD 2,326,1)(2 10101210101 =⋅=+−==  

                  ( ) mWIUUIUP EkitECEtrD 2,1326,620020202 =⋅=−==  

 

d.)     IE10 nem változik:  mA
R

UU
I

E

EBt
E 2

2,2

6,05

'

0
10 =−=

−
=  

( ) 20'2020101 EEBEBCC IRUIIR +=−   azaz  ( )( ) 20'202021011 1 EEBEEEC IRUIAIAR +=−−  

                            ( ) mA
RAR

UIAR
I

CE

BEEC
E 58,1

9,1

3

21,07,1

6,029.02

1 12'2

01011
20 ==

⋅+
−⋅⋅=

−+
−

=  

 

 

 

 

 

 

T2 
RE1 

RE2 
RC1 

CE1 

+Ut 

-Ut 

ube 

uki 

T1 



5. feladat   

Az áramkör adatai:    
      ,k 7,1    kΩ 2    ,k 2,2 211 Ω==Ω= ECE RRR   

 A tranzisztorok adatai :  UT =26mV 
            T1: pnp, IE10 = 2 mA,  β1 = ∞  

                 T2: npn, IE20 = 2 mA,  β2 = ∞  

 
 

a.) Határozza meg a tranzisztorok munkaponti dióda ellenállását, rajzolja le az erősítő váltóáramú, 
kisjelű, lineáris helyettesítő képét! 

b.)  Határozza meg az erősítő Rbe   és Rki ellenállásait! 
c.)  Határozza meg az uki /ube  feszültség erősítést! 
d.)  Mennyi lesz az Rbe   és Rki  és  uki /ube kisjelű erősítő paraméterek értéke, ha a tranzisztoroknál 

α1=α2=0.9 értéket kell figyelembe venni? 
 
 
Megoldás: 
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      β1 = β2 = ∞  →    α1= α2=1 
 
  
 
 
b.)  
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d.) 

α1= α2=0,9    
 

Ω=×=×= 9,1213220011 dEbe rRR    nem változik 
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iMsc feladat:       Az áramkör adatai: 
 V, 12=tU ,k 4021 Ω== RR   Ω= kRg 10   

 A tranzisztor :  
            n csatornás növekményes MOS FET   
      paraméterei: ,mA1,V2 00 == DP IU   

             

 

Határozza meg az áramkör RS  és  RD ellenállásainak  értékét, úgy hogy ID0 = 1mA munkaponti áram 
mellett a tranzisztor szimmetrikus kivezérelhetősége maximális legyen!  ( !  −+ = DSDS UU ) 

 
Megoldás: 
 
 Az 1 mA-es munkaponti áram előírásból  RS  = 2 kΩ. (lásd 2. példa a.) pontja) 
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